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PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 17, DE 28 DE JANEIRO DE 2014

Altera o PPB para o0s produtos
COMPONENTES SEMICONDUTORES,
DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS,
COMPONENTES A FILME ESPESSO OU
A FILME FINO, CELULAS
FOTOVOLTAICAS e MODULOS DE
MEMORIA VOLATIL PADRONIZADOS,
produzidos no Pais.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E
COMERCIO EXTERIOR, INTERINO e DA CIENCIA, TECNOLOGIA E
INOVACAO no uso das atribuicdes que lhes confere o inciso 11 do paragrafo tnico do
art. 87 da Constituicdo Federal, tendo em vista o disposto no § 2° do art. 4° da Lei no
8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1° do art. 2°, e nos artigos 16 a 19 do Decreto no
5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no Processo MDIC no
52000.016749/2007-57, de 15 de outubro de 2007, resolvem:

Art. 1° Os Processos Produtivos Bésicos para os produtos COMPONENTES
SEMICONDUTORES, DISPOSITIVOS OPTOELETRONICOS, COMPONENTES A
FILME ESPESSO OU A FILME FINO, CELULAS FOTOVOLTAICAS e MODULOS
DE MEMORIA VOLATIL PADRONIZADOS, produzidos no Pais, estabelecidos pela
Portaria Interministerial MCT/MICT no 201, de 13 de novembro de 2007, passam a ser
conforme os artigos seguintes.

Art. 2° COMPONENTES SEMICONDUTORES e DISPOSITIVOS OPTO-
ELETRONICOS:

| - corte da lamina (wafer);

I1 - montagem e fixacdo da pastilha ndo encapsulada (die);
I11 - soldagem dos fios ou dos contatos de solda no substrato;
IV - moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;

V - corte ou fixagdo de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid
Array ) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicavel;

VI - estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small-
Outline Packages) ou similar, quando aplicavel,

VII - corte ou singularizacdo, quando aplicavel;

VIII - testes (ensaios) elétricos, funcionais e de caracteriza¢do ou testes optoeletrénicos;
e



IX - marcacgdo (identificacdo).

8 1° Os circuitos integrados bipolares com tecnologia maior que cinco micrometros
(micra) e os diodos de poténcia deverdo também realizar o processamento fisico-
quimico da pastilha semicondutora no Pais.

8§ 2° Os circuitos integrados projetados no Pais, nos termos da Portaria MCT n° 950, de
12 de dezembro de 2006, ficam dispensados de realizar a etapa constante do inciso | do
caput. § 3° As etapas descritas no caput aplicam-se aos dispositivos semicondutores das
posicOes 85.41 e 85.42 da NCM.

8 4° As etapas descritas no caput aplicam-se aos dispositivos semicondutores da posigdo
8523.51 da NCM, que utilizem a tecnologia de montagem mediante o processo chip on
board (COB) diretamente em substrato, com excecéo das etapas V e V1.

8 5° Fica dispensado o cumprimento da etapa descrita no inciso I, por um prazo de 12
(doze) meses, contados a partir da data da publicacdo desta portaria interministerial.

Art. 3° COMPONENTES A FILME ESPESSO OU A FILME FINO:
| - processamento fisico-quimico sobre o substrato;

I - montagem dos componentes sobre o substrato, quando aplicavel,
I11 - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrbnico; e

IV - marcacdo (identificacdo).

Paragrafo Unico. Para a producéo de circuitos integrados hibridos, ficam dispensados de
atender ao disposto no caput do art. 2° desta Portaria 0s componentes semicondutores
utilizados como insumos na produgdo dos mesmos.

Art. 4° CELULAS FOTOVOLTAICAS:

I - processamento fisico-quimico referente as etapas de difusdo, texturizacdo e
metalizacéo;

Il - corte da lamina; e
I11 - teste (ensaio).

Art. 5° MODULOS DE MEMORIA VOLATIL, PADRONIZADOS:

| - corte da lamina (wafer);

Il - montagem e fixacao da pastilha ndo encapsulada (die);
I11 - soldagem dos fios ou dos contatos de solda no substrato;
IV - moldagem ou encapsulamento da pastilha montada;

V - corte ou fixacdo de esferas para componentes com encapsulamento BGA (Ball Grid
Array ) ou FBGA (Fine Ball Grid Array), quando aplicavel;

VI - estanhagem e dobra para componentes com encapsulamento TSOP (Thin Small-
Outline Packages) ou similar, quando aplicével;



VII - corte ou singularizacdo, quando aplicavel;

VIII - testes (ensaios) elétricos, funcionais e de caracterizacéo;

IX - marcacéo (identificacao);

X - montagem e soldagem dos componentes na placa de circuito impresso;

Xl - gravacdo da memdria do tipo Electrically Erasable Programmable Read-Only
Memory - EEPROM ou do circuito integrado controlador; e

XII - testes elétricos, funcionais e etiquetagem para identificacdo dos moédulos, quando
aplicavel.

8 1° As etapas constantes dos incisos de | a X deste artigo poderdo ser dispensadas em
até 2% (dois por cento) do total de MODULOS DE MEMORIA VOLATIL,
PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendario.

8 2° Poderao ser utilizados circuitos integrados monoliticos do tipo memoria de acesso
aleatorio (Random Access Memory - RAM) importados num percentual maximo de,
até, 20% (vinte por cento) na montagem local dos MODULOS DE MEMORIA
VOLATIL, PADRONIZADOS produzidos, no ano-calendario.

§ 3° Adicionalmente ao § 2° no minimo, 80% (oitenta por cento) dos circuitos
integrados do tipo meméria importados utilizados na montagem dos MODULOS DE
MEMORIA VOLATIL, PADRONIZADOS deverdo ser marcados e testados no Brasil.

8 4° A obrigatoriedade estabelecida no § 3° podera ser dispensada caso a empresa
fabricante opte por utilizar circuitos impressos produzidos conforme seu respectivo
Processo Produtivo Basico num percentual minimo de 30% (trinta por cento) de todas
as placas de circuitos impressos utilizadas na producio de MODULOS DE MEMORIA
VOLATIL, PADRONIZADOS, no ano-calendario.

§ 5° Caso o percentual dos 88 1° a 4° ndo sejam alcancados, a empresa ficara obrigada a
cumprir a diferenca residual em relacdo ao percentual minimo estabelecido, em
unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano subsequente, sem prejuizo das
obrigac@es correntes.

86° A diferenca residual a que se refere o 85° ndo podera exceder a 5% (cinco por
cento), tomando-se por base a producdo do ano em que nédo foi possivel atingir o limite
estabelecido. §7° Fica dispensado o cumprimento da etapa descrita no inciso I, por um
prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data da publicagdo desta portaria
interministerial.

8 1° Os projetos de P&D executados pelas empresas deverdo estar enquadrados nas
areas estratégicas e prioritarias do Programa Brasil Maior, definidas para o setor de
tecnologias da informacdo e comunicagéo e estar alinhados com a estratégia nacional de
ciéncia, tecnologia e inovagéo.

8§ 2° A aprovacao prévia dos projetos pela Suframa ndo implica em aceitacdo automatica
Nnos Mesmos.



8 3° A Superintendéncia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA sera responsavel pelo
acompanhamento da execuc¢éo dos projetos.

8 4° Os resultados da execugéo dos projetos serdo comprovados quando da apresentacao
do Relatério Demonstrativo Anual de que trata o Art. 29 do Decreto no 6.008, de 2006.

8 5° Para efeito da aplicacdo dos investimentos em P&D adicionais, serdo considerados
como aplicacdo em pesquisa e desenvolvimento do ano-calendario, os dispéndios
correspondentes a execucdo de atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas até
31 de marc¢o do ano subsequente.

8 6° Todas as demais condicOes deverdo estar em conformidade com Lei no 8.387/1991
e suas alteragdes, e Decreto no 6.008/2006.

Art. 6° Sempre que fatores técnicos ou econémicos, devidamente comprovados, assim,
o determinarem, a realizacdo de qualquer etapa do Processo Produtivo Bésico podera
ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos
Ministros de Estado do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio Exterior e da Ciéncia,
Tecnologia e Inovacéo.

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
RICARDO SCHAEFER
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Inddstria e Comércio Exterior
Interino
MARCO ANTONIO RAUPP
A Ministro de Estado da Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo



